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LE KARTING ELECTRIQUE

= Réalisation du hacheur boost
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Schéma synoptique 1
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Schéma synoptique 2
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PLAN

Principe de fonctionnement du hacheur
Hacheur réversible et solution choisie
Choix des composants

Planning prévisionnel
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Hacheur réversible et solution
choisie
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HACHEUR REVERSIBLE
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HACHEUR ENTRELASSE
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Choix des composants
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CHOIX DU TRANSISTOR

Transistor (référence) Tension Intensite Rds (m S;Pai:;ises Prix (€ HT)
W) (A Ohms) W)
IXFN170N10 100 170 10 56.25 35,68
FB180SA10 100 180 6,5 36.56 51,98
STE180NE10 100 180 4,5 25.31 38,21
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!AMPLIFICATION DU SIGNAL
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| CALCUL DE LA FREQUENCE

TON = 270+(60/2)+70+(70/2)+35+100 = 540ns
TOFF = 330+(35/2)+70+(30/2)+110+100 = 6425ns
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| CALCUL DE L'INDUCTANCE

ondulation fréquence
upe bobine ef sortie Pgur 50KHz
1o A e L=Ve/(4*dIL*F)
B6pA 3pA 486H
3pA 1pA 8B3H
1pA 7|5A 146 H
1pA Sp 24H
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3 stoenine 2001
S e 2005

Planning prévisionnel
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CONCLUSION
Probleme d'inductance
Organisation importante
Expérience intéressante

Bon encadrement




